g 315 D/B 315 E/B 315 K
g 325 D/B 325 E/B 325 K
p 360 D/B 360 E/B 360 K
B 380 D/B 380 E/B 380 K 4 npn-Transistorarrays

—

8315 E,B315 K
B325E.B325K
B360E.B360OK
B380E,B380K

B315D, B325D,
B360D,B380D

AnschluBbelegung B 315 D bis B 380 D Anschlu3belegung B 315 E, K bis
B 380 E, K
Bauform: DIP-14, Plast (Bild 3) Bauform: DIP-14, Plast (Bild 3)

Transistorarrays mit 4 Silizium-npn-Transistoren, Geh#dusevariante E mit Kiihlsteg, K mit

Kihlkérper; bei E und K Emitter T, mit Substrat verbunden.

3

Ausgewﬁhlte Kennwerte

Kurz- : . -
;Kennwer't zeichen MeBbedingung min. | typ. max. {Einheit
i’IB*Ver'hz‘a'ltnis fiir alle I

: . . BTn

Transistorpaare fiir Grup- I 0,8 1,25

pen b ... e Bl

Gleichstromverstéarkung

;,.(-50 mA/3V) h21E 28 560

fiir Gruppen b ... e




| Ausgewiihlte Kennwerte

Parameter B 315 B 325 B 360 B 380 B 340 B 342 Eiﬁ

' B 341

) ]

Kollektor- Uspo < 20 30 90 100. 20 20 v
Basis-
Spannung :
Kollektor- | Ugpq < 15 25 60 80 15 15 y
Emitter-
Spannung
Emitter- Upgo ¢ 5 5 5 5 5 5 Vv
Basis-
Spannung
Kollektor- | Uspeo < 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 \
Emitter-
Sattigungs-
spannung
Kollektor- IC % 500 500 500 500 10 30 mA
strom
Basisstrom 'IB S 250 250 250 250 5 5 mA
Ubergangs- L = 135 ... 230 210 210 MHz
frequenz (je nach hzlE-Gruppe)

Thermische und Leistungsparameter

Typ Sperrschicht- Betriebs- Gesamt- Verlust-
temperatur temperatur- wérme- leistung
bereich widerstand
ijax Ta Rthj-a Ptot
B3 ...D 150 -25 ... 85 105 1,3 ]
B3... E 150 - -25 ... 85 % . 1,8 |
B3 ... K 150 -25 ... 85 37 4,0
B 340 D 125 -20 ... 89 120 0,4
B 342 D 150 -25 ... 85 170 . 0,4
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Bild 3 (DIP-14, Plast)
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B315D,E,K-B325D,E, K- B360D,E, K- =
B380D,E,K

Integrierte Transistorarrays mit vier Si-npn- Trcms:-
storen ohne und mit Kiihlkérper.

Bauform 4 (D-Typen)
20 (E-Typen)
21 (K-Typen)

7 31 2 771 [ol (9] [ 2] [77] [i0l\ ¢ X91 [8] [7
7 7% ~ 1 17
) Substrat ) Substrat
N2
R N | [
T 12T 13T Tl 151 Tl 17 T2 12l SN[ 5] [6

Innere Schaltung und AnschiuBbelegung

B 315 D, B 325 D, B 360 D, B315E, K; B325E, K;
B 380 D B 360E, K; B3380E, K

1 Kollekfor T 1 1 Kollektor T 1

2 Basis T 1 2 Basis T1

3 Emitter T 1 3 Emitter T 1

4 Substrat 4 Emitter T 2

5 Emitter T 2 5 Basis T 2

6 Basis T 2 6 Kollektor T 2

7 Kollektor T 2 7 Kollektor T 3

8 Kollektor T 3 8§ Basis T3

9 Basis T 3 9 Emitter T 3 (Substrat)

10 Emitter T 3 10 Emitter T 4

11 frei 11 Basis T 4

12 Emitter T 4 12 Kollektor T 4

13 Basis T 4

14 Kollektor T 4



Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom
Impulsspitzenstrem
Gesamtverlustleistung

Betrisbstemperaturberelch
Sperrschichttemperatur
Gesamtwidrmewiderstand

Statische Kennwerte

Gleichstromverstédrkung")

Gruppe b
Gruppe ¢
Gruppe d
Gruppe e

Kollektor-Basis-Reststrom
UCB=' 20V B35D, E K

Ucg= 30V B 325D, E, K

Ucp= 38V B360D,E K
B30D,E K
Kollektor-Emitter-

Sattigungsspannung
ic=50mA Ig= 10mA

Kellektor-Emitter-
Purchbruthspannung
IC = 1 mA

Kollektor-Basis-
Durchbruchspannung

lc = 100 pA

Gleichstromverstarkungs-
gleichheit der Transistoren
untereinander?)

UCE=3 v, ic*‘ﬂ 50 mA

By =

B315 B 325 B 360
max. max, max.
UCED 15 25 60
UCBD 20 30 90
Ueo 5
Ic 0,5
Ic 1,0
Peot (3..D) 1,3
Ptot (3..E) 1,8
Piot (3..K) 4,0
% ~25...485
B max 150
Rihja (3..D) 85
Rthj (3..E) 65
Rihja (3..K) 30
259C - 5K):
min.
h21g (T1)
28
56
112
224
lceo
UCEsut
B 315 B 352 B 360 B 380
UBR)CEO 15 20 60 80
U(BR)CBO 20 30 90 100
0.8

B 380
max.

8oV
100 V

AOSEE>P > <

Kfw
Kiw
K/w

max.

A
140

S6@

100 nA

0,6V

1,25



Dynamische Kennwerte (3, = 25°C ~ 5K)

min, max.

Ubergangsfrequenz
Ucp= 10V, Ic = 10 mA fr 60
f = 15 MHz
" B315D, E K - Vorzugsgruppe d

B 325D, E K — Vorzugsgruppe d

B 360 D, E, K ~ Vorzugsgruppe ¢

B-380 D, E, K nur Gruppe b—d; Vorzugsgruppe ¢
) nicht fir B 380 D, E, K

MHz



